Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Физические основы электроники»
1. Классификация твердых тел (металлы, полупроводники, диэлектрики). Кристаллическая решетка полупроводников. Кристаллическая решетка полупроводников. Собственный полупроводник. Энергетическая (зонная) диаграмма собственного полупроводника.
2 Примесные полупроводники. Доноры и акцепторы. Проводимости n-и p-типа. Зонные диаграммы, уровни доноров и акцепторов. Компенсированные полупроводники.
3 Генерация и рекомбинация носителей. Равенство скоростей генерации и рекомбинации – условие термодинамического равновесия. Связь равновесных концентраций электронов и дырок в состоянии термодинамического равновесия. Условие электрической нейтральности.
4. Температурная зависимость электропроводности полупроводников. Температурная зависимость подвижности носителей заряда в полупроводниках.
5. Плотность электрических уровней в зонах. Функция распределения Ферми- Дирака. Уровень Ферми. Положение уровня Ферми на зонных диаграммах собственного полупроводника и полупроводников с проводимостью n- и p-типа. Зависимость положения уровня Ферми от концентрации примесей и температуры.
6. Распределение носителей в зонах по энергетическим уровням. Вырожденные полупроводники. Неравновесные носители заряда. Рекомбинация носителей.
7. Время жизни неравновесных носителей. Механизмы рекомбинации, межзонная и ступенчатая рекомбинация через центры рекомбинации (ловушки). Поверхностная рекомбинация. Эффективное время жизни.
8. Движение носителей в электрическом поле. Дрейфовая скорость, подвижность, плотность, дрейфового тока. Эффективная масса.
9. Удельная проводимость. Насыщение дрейфовой скорости в сильных полях. Диффузионное движение носителей. Плотность диффузионного тока. Коэффициент диффузии. Зависимость подвижности и коэффициента диффузии от типа носителей заряда и материала. Связь подвижности и коэффициента диффузии. 
10. Разновидности контактов в полупроводниковой электронике. Зонные диаграммы металла и полупроводника до контакта и структуры после контакта в состоянии равновесия.
11. Работа выхода электронов и контактная разность потенциалов, распределение носителей заряда и поля. ВАХ. Условие получения омического контакта.
12. Электронно-дырочный переход в состоянии равновесия. Контактная разность потенциалов, ее зависимость от ширины запрещенной зоны, концентрации примесей и температуры. Ширина обедненной области.
13. Неравновесное состояние p-n-перехода. Прямое и обратное включение. Вольт – амперная характеристика (ВАХ) идеализированного перехода и ее уравнение. Зависимость ВАХ от концентрации примесей и температуры. 
14. Параметры p-n-перехода и его электрическая модель. Дифференциальное сопротивление. Барьерная и диффузионная емкости. Зависимость параметров от величины и  знака напряжения (смещения). Причины, вызывающие инерционность процессов в p-n-переходе.
15. Учет генерации и рекомбинации носителей заряда в обедненной области перехода, учет омических сопротивлений p- и n-областей. Учет электрического (лавинного, туннельного) и теплового пробоев при обратном включении перехода и коррекция математического описания ВАХ.
16. Зонная диаграмма гетероперехода, образование скачков и разрывов в диаграмме и их влияние на движение носителей через переход.
17. Фотопроводимость (внутренний фотоэффект). Взаимодействие света с носителями заряда в p-n-переходе, фотодетекторный режим, фотоэдс. Вольт- амперная характеристика и параметры.
18. Понятие о прямом и обратном пьезоэлектрическом эффекте в полупроводниках.
19. Принцип электростатического управления плотностью электронного потока в электронных лампах. Управление током электронного луча и положением луча в электронно-лучевых приборах.
20. Характеристика термоэлектрических явлений (эффекты Зеебека, Пельтье, Томсона) 
21. Эффект Холла. Использование эффекта Холла для определения концентрации свободных носителей заряда.
22. Плазма свободных носителей заряда. Определение толщины слоя экранирования  - слоя Дебая.
23. Горячие электроны и дырки. Их роль в компенсации переноса электрического заряда неосновными носителями.
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